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Beschreibung 

Mit akustischen Volumenwellen arbeitendes Bauelement und 
Verfahren zur Herstellung 

Die Erfindung betrifft ein mit akustischen Volumenwellen 
arbeitendes Bauelement, das einen Dunnschicht -Resonator 
umfafit, der auch FBAR (Thin Film Bulk Acoustic Wave 
Resonator) oder BAW-Resonator (BAW = Bulk Acoustic Wave) 
genannt wird. 

Solche Bauelemente spielen insbesondere als Filter in 
Endgeraten mobiler Telekommunikation eine Rolle. 

Ein Dunnschicht -Resonator enthalt im allgemeinen, wie in 
Figur 1 schematisch dargestellt ist, zwei Elektroden El, E2 
und eine dazwischen angeordnete piezoelektrische Schicht PS. 
Der Dunnschicht -Resonator RE ist auf einem Tragersubstrat TS 
angeordnet . Es ist moglich, den Dunnschicht-Resonator uber 
einer im Tragersubstrat vorgesehenen Aussparung anzuordnen. 
Dabei wird die Ausbreitung der im Resonator erzeugten 
akustischen Wellen in Richtung Tragersubstrat durch die 
Aussparung verhindert . Eine weitere Moglichkeit besteht 
darin, zwischen dem Resonator und dem Tragersubstrat einen 
akustischen Spiegel AS anzuordnen, welcher das Austreten der 
akustischen Welle aus dem Resonator in Richtung Trager- 
substrat TS verhindert. Ein akustischer Spiegel besteht z.B. 
aus einer alternierenden Abfolge von Schichten HZ bzw. LZ mit 
relativ hoher bzw. niedriger akustischer Impedanz, wobei an 
den Grenzflachen dieser Schichten Reflexion akustischer 
Wellen auftritt. Als Spiegelschichten HZ mit hoher akusti- 
scher Impedanz konnen z. B. leitfahige Schichten bzw. Metall- 
schichten verwendet werden. Die Dicke der Spiegelschichten 
betragt ungefahr 1/4 der Wellenlange der akustischen Welle im 
gegebenen Material. Urn im Bauelement eine moglichst hohe 
Bandbreite zu erzielen, sollte die Anzahl der Spiegelschich- 
ten moglichst gering gehalten werden. Dazu muS der Impedanz- 
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sprung zwischen den Schichten mit unterschiedlichen Impedan- 
zen moglichst hoch sein. Insbesondere wenn mehrere Resonato- 
ren auf einem gemeinsamen akustischen Spiegel angeordnet 
sind, ist eine Strukturierung der leitfahigen Schichten im 
5 Spiegel erf orderlich, um parasitare elektrische Kopplungen 
innerhalb eines aus mehreren Resonatoren zusammengeset zten 
Filters uber eine zusammenhangende leitfahige Schicht zu 
verringern. In Figur 2 ist ein beispielhaf ter BAW-Resonator 
dargestellt, bei dem zwei Spiegelschichten mit hoher 
10 akustischer Impedanz jeweils als strukturierte Spiegelschicht 
HZ1, HZ2 ausgebildet sind. Die Spiegelschichten LZ mit 
niedriger akustischer Impedanz weisen dabei uberall eine 
konstante Dicke auf. 

15 Die Strukturierung einer Schicht beeinflufit die nachfolgende 
Prozessierung der dariiberliegenden Schichten (z/ B. Elektrode 
El, piezoelektrische Schicht PS und Elektrode E2) des Diinn- 
schicht -Resonators , da die anschlie&end zu prozessierenden 
Schichten uber die bei der Strukturierung der ersteren 

2 0 Schicht entstandenen Kanten KA gefuhrt werden mussen. Die 
durch die Kanten KA gebildeten Unstet igkeiten der Struktur 
konnen ggf . zu Unterbrechungen der dariiber angeordneten 
Schichten fuhren und damit die Funkt ionsweise des gesamten 
Bauelements beeintrachtigen . Eine ausreichende Kanten- 
\& 25 bedeckung ist daher nur bei flach ausgebildeten Kanten oder 
geringen Hohenunterschieden an der Kante im Vergleich zur 
Schichtdicke der bedeckenden Schicht moglich. Ein Struktu- 
rierungsverf ahren zur Erzeugung flacher Kanten bzw. die 
Verwendung dicker Schichten ist aus technologischen oder 

30 designtechnischen Griinden nicht immer moglich. 

Aus der Druckschrift US 2002/0084873 Al ist ein Verfahren zur 
Erzeugung eines strukturierten akustischen Spiegels bekannt , 
bei dem zuerst alle Spiegelschichten auf das Tragersubstrat 
35 aufgetragen und anschlieSend gemeinsam durch Atzen struk- 

turiert werden. Dabei werden sowohl Hochimpedanzschichten als 
auch Niederimpedanzschichten strukturiert . Die so gebildeten 
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Strukturen werden in eine dielektrische Schicht eingebettet, 
die vor Abscheidung der Schichten des Dunnschicht -Resonators 
planarisiert wird. Dieses Verfahren hat jedoch den Nachteil, 
daS zur Strukturierung des ganzen Schichtstapels ein 
5 aufwendiges Trockenat zen oder unterschiedliche 

NaSatzenverf ahren fur Hochimpedanz- bzw. Niederimpedanz- 
schichten erforderlich sind. Bei der Auftragung der 
dielektrischen Schicht entstehen Stufen entsprechend der Hohe 
des strukturierten Schichtstapels, deren Planarisierung um so 
10 aufwendiger ist, je hoher die Strukturen des akustischen 
Spiegels sind. 

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es daher, ein mit 
akustischen Volumenwellen arbeitendes Bauelement mit einer 
15 strukturierten Spiegelschicht anzugeben, das die oben 
genannten Probleme vermeidet . 

Diese Aufgabe wird erf indungsgemafi durch ein Bauelement nach 
Anspruch 1 gelost . Vorteilhafte Ausgestaltungen der Erfindung 
2 0 sowie ein Verfahren zur Herstellung des Bauelements sind 
weiteren Anspruchen zu entnehmen. 

Die Erfindung schlagt ein mit akustischen Volumenwellen 
arbeitendes Bauelement vor, das ein Tragersubstrat und 



Dunnschicht -Resonator umfaSt. Der Dunnschicht -Resonator weist 
eine obere und eine untere Elektrode und eine dazwischen 
angeordnete piezoelektrische Schicht bzw. Schichtabf olge auf . 
Zwischen dem Dunnschicht -Resonator und dem Tragersubstrat ist 

3 0 ein akustischer Spiegel vorgesehen, der eine alternierende 
Abfolge von Spiegelschichten mit hoher und niedriger 
akustischer Impedanz umf aSt . Die oberste Spiegelschicht weist 
eine niedrige akustische Impedanz auf, wobei die unter der 
obersten Spiegelschicht angeordnete Spiegelschicht mit der 

35 hohen akustischen Impedanz als strukturierte Schicht 

ausgebildet ist . Die oberste Spiegelschicht weist eine iiber 
die Flache der Spiegelschicht variierende Dicke auf, 




mindestens einen auf diesem Tragersubstrat angeordneten 
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umschliefet Strukturen der strukturierten Schicht und schlieSt 
auSerhalb der von den Strukturen bedeckten Flache mit der 
darunter angeordneten Spiegelschicht mit niedriger 
akustischer Impedanz (bzw. mit dem Tragersubstrat ) dicht ab. 

5 

Die Spiegelschichten mit hoher akustischer Impedanz werden 
vorzugsweise in einem ublichen Photostrukturierungsverf ahren 
(z. B. Photolithographie) strukturiert . Die Spiegelschichten 
mit niedriger akustischer Impedanz werden vorzugsweise nicht 
10 strukturiert. 




Die obere Grenzflache der obersten Spiegelschicht ist planar 
ausgebildet. Eine planare Oberflache ist besonders 



vorteilhaft zur anschlieSenden Prozessierung der Schichten 
15 eines Dunnschicht-Resonators , da z. B. die Elektroden nicht 
iiber die Kante der strukturierten Spiegelschichten gefuhrt 
werden mils sen. 

In einer vorteilhaf ten Variante der Erfindung ist es moglich, 
20 mehrere Spiegelschichten mit hoher akustischer Impedanz zu 
strukturieren, um die unerwiinschte kapazitive Kopplung 
zwischen verschiedenen auf dem akustischen Spiegel 
angeordneten Dunnschicht-Resonatoren iiber weitere leitende 
Hochimpedanzschichten des akustischen Spiegels zu reduzieren. 

t* 25 

In einer weiteren vorteilhaf ten Ausgestaltung der Erfindung 
umfaSt das erf indungsgemafie Bauelement anstelle nur eines 
Dunnschicht-Resonators ein als Stacked Crystal Filter 
ausgebildetes Resonator-System mit zumindest zwei aufeinander 
30 gestapelten, akustisch miteinander gekoppelten Dunnschicht- 
Resonatoren. Auf der oberen Elektrode ist dabei z. B . 
zumindest eine weitere piezoelektrische Schicht angeordnet . 
Auf dieser piezoelektrischen Schicht ist eine weitere 
Elektrode vorgesehen. 

35 

Im System akustisch gekoppelter Dunnschicht-Resonatoren kann 
in einer weiteren Variante zwischen der oberen Elektrode und 
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der weiteren piezoelektrischen Schicht eine akustisch 
zumindest teilweise durchlassige Koppelschicht vorgesehen 
sein, wobei zwischen der Koppelschicht und der zumindest 
einen weiteren piezoelektrischen Schicht eine Elektrode 
5 angeordnet ist . 

Das erf indungsgemaiSe Bauelement kann beispielsweise in einem 
Verfahren rait den im folgenden angegebenen Schritten 
hergestellt werden. Zunachst wird ein Tragersubstrat 

10 bereitgestellt . Auf das Tragersubstrat werden nacheinander in 
alternierender Abfolge Spiegelschichten mit niedriger und 
i^jQ hoher akustischer Impedanz abgeschieden, wobei die zuletzt 

abgeschiedene Spiegelschicht eine hohe Impedanz auf weist . Im 
folgenden Schritt wird die zuletzt abgeschiedene 

15 Spiegelschicht strukturiert . Anschliefiend wird als oberste 

Spiegelschicht eine Spiegelschicht mit niedriger akustischer 
Impedanz abgeschieden, die mit einer variierenden Dicke 
ausgebildet wird. Die maximale Dicke dieser Schicht kann 
vorteilhaft die Gesamtdicke aller strukturierten 

20 Spiegelschichten, einschlieSlich der im spateren Verfahren zu 
erreichenden Dicke der obersten Spiegelschicht ubersteigen. 
AnschlieSend wird die oberste Spiegelschicht (z. B. mittels 
Chemical Mechanical Polishing) gedunnt und planarisiert . Auf 
die planarisierte oberste Spiegelschicht werden nacheinander 

25 die untere Elektrode, die piezoelektrische Schicht und die 
obere Elektrode abgeschieden. 

In einer vorteilhaf ten Variante der Erfindung kann es 
vorgesehen sein, daS weitere oder alle Spiegelschichten mit 

3 0 hoher akustischer Impedanz strukturiert ausgebildet werden. 
Dabei konnen alle jeweils direkt liber einer strukturierten 
Spiegelschicht abgeschiedenen Spiegelschichten mit niedriger 
akustischer Impedanz mit variierender Dicke ausgebildet 
werden. Die maximale Dicke der jeweiligen Spiegelschicht mit 

3 5 niedriger akustischer Impedanz iibersteigt nach der 

Abscheidung zunachst die Gesamtdicke aller strukturierten 
Spiegelschichten einschliefilich der vorgegebenen Dicke bzw. 
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Mindes tdicke der jeweiligen Spiegelschicht . AnschlieSend 
werden die Spiegelschichten mit niedriger akustischer 
Impedanz jeweils gedunnt und planarisiert , bevor eine 
nachfolgende Schicht, ausgewahlt aus einer Spiegelschicht 
5 oder der unteren Elektrode des Dunnschicht -Resonators , darauf 
abgeschieden wird . 



Die Erfindung bietet gegeniiber bisher bekannten BAW- 
Bauelementen mit strukturierten Spiegelschichten den Vorteil, 

10 da£ die Oberflache des akustischen Spiegels planarisiert ist, 
was Prozessierung der Schichten eines Dunnschicht -Resonators 
^jfj erleichtert und zur Zuverlassigkeit des Bauelements beitragt . 

Dabei konnen zur Strukturierung der Hochimpedanzschichten 
kostengiinstige naSchemische Atzverfahren eingesetzt werden. 

15 Der Verzicht auf die Strukturierung der Niederimpedanz- 

schichten bietet den Vorteil, daS der Hohenunterschied im 
Schichtstapel des akustischen Spiegels gering gehalten wird, 
was die Planarisierung erleichtert. 

2 0 Im folgenden wird die Erfindung und insbesondere das 

Verfahren zur Herstellung eines erf indungsgemafien Bauelements 
anhand von Ausf uhrungsbeispielen und der dazugehorigen 
schematischen und daher nicht maSstabsgetreuen Figuren naher 
erlautert . 

2 5 

Figuren 1 und 2 zeigen jeweils ein bekanntes mit 

akustischen Volumenwellen arbeitendes Bauelement im 
schematischen Querschnitt 

3 0 Figur 3a zeigt im schematischen Querschnitt den 

Schichtauf bau eines erf indungsgemaEen Bauelements 
vor dem Dunnen bzw. der Planarisierung der obersten 
Schicht des akustischen Spiegels 



35 



Figur 3b zeigt im schematischen Querschnitt den 

Schichtauf bau des erf indungsgemaSen Bauelements 
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nach dem Dunnen bzw. der Planarisierung der 
obersten Schicht des akustischen Spiegels 

Figur 3c zeigt im schematischen Querschnitt den 
5 Schichtauf bau des erf indungsgemaSen Bauelements 

nach dem Abscheiden der Schichten eines 
Dunnschicht -Resonators 



Figuren 4a bis 4c zeigen jeweils den Schichtauf bau eines 
10 weiteren erf indungsgemafeen Bauelements nach 

verschiedenen Verf ahrensschritten 

Figur 1 zeigt ein bekanntes mit akustischen Volumenwellen 
arbeitendes Bauelement im schematischen Querschnitt. Hier 
15 sind die Spiegelschichten LZ, HZ mit niedriger bzw. hoher 
Impedanz nicht strukturiert . 

Figur 2 zeigt ein weiteres bekanntes mit akustischen 
Volumenwellen arbeitendes Bauelement, bei dem 
20 Spiegelschichten mit hoher Impedanz als strukturierte 
Schichten HZ1, HZ2 ausgebildet sind. 

Figuren 3a - 3c zeigen in schematischer Darstellung den 
Schichtauf bau eines erf indungsgemaJSen Bauelements mit einem 
f'H 25 zweischichtigen akustischen Spiegel bei auf einanderf olgenden 
Verf ahrensschritten . 



Figur 3a zeigt im schematischen Querschnitt den Schichtauf bau 
eines akustischen Spiegels, der aus einer strukturierten 

30 Spiegelschicht HZ1 mit hoher akustischer Impedanz und einer 
Spiegelschicht mit niedriger akustischer Impedanz, die in 
diesem Ausf iihrungsbeispiel die oberste Spiegelschicht LZ1 
bildet, besteht, vor dem Dunnen bzw. der Planarisierung der 
obersten Spiegelschicht LZ1. Die Hohe der Spiegelschicht LZ1 

35 variiert in lateraler Richtung. Die Hohe d bzw. die 

Mindestdicke, in der die Schicht LZ1 aufgebracht wird, ist 
nicht kleiner als die vorgesehene Hohe h bzw. die 
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Maximaldicke dieser Schicht. Moglich ist auch, da£ d gleich h 
gewahlt wird. Die Hohe h bemiSt sich als die Summe der Dicke 
dl der. strukturierten Spiegelschicht HZ1 und der (minimalen 
vorgesehenen) Dicke d3 der Schicht LZ1 iiber den Strukturen 
der strukturierten Spiegelschicht HZ1. 

Figur 3b zeigt den Schichtauf bau des erf indungsgemaSen 
Bauelements nach dem Diinnen und dem Planarisieren der 
Oberflache der obersten Spiegelschicht LZ1. 



Figur 3c zeigt den Schichtauf bau des fertigen 
JJ^' A erf indungsgemafien Bauelements nach der Prozessierung der 

Schichten eines Dunnschicht-Resonators RE. Nach der 
Planarisierung der Oberflache der obersten Spiegelschicht LZ1 
15 werden nacheinander eine untere Elektrode El, eine 

piezoelektrische Schicht PS und eine obere Elektrode E2 
abgeschieden . 

Figuren 4a - 4c zeigen in schematischer Darstellung den 
2 0 Schichtauf bau eines erf indungsgemaSen Bauelements mit einem 
vierschicht igen akustischen Spiegel bei auf einanderf olgenden 
Verf ahrensschritten . 

Figur 4a zeigt im schemat ischen Querschnitt den Schichtauf bau 
('^Wt 25 eines erf indungsgemaSen Bauelements vor dem Diinnen bzw. der 
Planarisierung der obersten Spiegelschicht LZ1 des 
akustischen Spiegels. Die oberste Spiegelschicht LZ1 weist 
eine niedrige akustische Impedanz auf. Die untere bzw. obere 
strukturierte Schicht HZ2 bzw. HZ1 hat eine Dicke dl bzw. d2 . 

30 Die oberste Spiegelschicht LZ1 weist eine veranderliche Dicke 
auf, wobei sie einerseits auf den Strukturen der oberen 
strukturierten Schicht HZ1 aufliegt und in den von diesen 
Strukturen unbedeckten Bereichen mit der Spiegelschicht LZ 
abschlieSt und andererseits nach oben eine planare 

35 Grenzflache aufweist. Mit gestrichelter Linie ist die in 
spateren Verf ahrensschritten einzustellende Dicke d3 der 
obersten Spiegelschicht LZ1 mit einer niedrigen akustischen 
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Impedanz angedeutet. Die maximale Dicke d der cbersten 
Spiegelschicht LZ1 ist (direkt nach den Aufbringen) 
vorzugsweise groSer als die Summe dl + d2 + d3 der Dicken 
aller strukturierten Schichten HZ1, HZ2 und der vorgesehenen 
5 Dicke d3 der obersten Spiegelschicht LZ1, die iiber den 
Strukturen der strukturierten Schicht HZ1 gemessen wird. 

Die Spiegelschichten mit hoher akustischer Impedanz konnen z. 
B. aus W oder Mo ausgefiihrt sein. Die Spiegelschichten mit 
10 niedriger akustischer Impedanz konnen z. B. aus Siliziumoxid 
bestehen. Die Dicke der Spiegelschichten betragt vorzugsweise 
ein viertel der Wellenlange im gegebenen Material. 

Die piezoelektrische Schicht im erf indungsgemaSen Resonator 
15 besteht vorzugsweise aus A1N. Moglich ist auch, daS sie aus 
ZnO, LiNb0 3/ LiTa0 3/ polykristallinem Quarz oder einem 
anderen piezoelektrischen Material bzw. einer beliebigen 
Schichtenf olge dieser Materialien besteht. 

2 0 Die Elektroden konnen z. B. aus Al , W oder Mo bestehen. 

Das Tragersubstrat TS kann einen Mehrschichtauf bau aus 
alternierend angeordneten dielektrischen Schichten und 
strukturierten Metallebenen aufweisen. In den Metallebenen 
25 konnen integrierte Schaltungselemente durch strukturierte 
Leiterbahnen und -flachen realisiert sein. 

Die Elektroden, die piezoelektrische Schicht und die 
Spiegelschichten konnen jeweils aus mehreren Schichten 
30 bestehen. 

Figur 4b zeigt den Schichtauf bau des erf indungsgemaSen 
Bauelements nach dem Dunnen und dem Planarisieren der 
Oberf lache der obersten Spiegelschicht LZ1 . 

35 

Figur 4c zeigt den Schichtauf bau des fertigen 

erf indungsgemaSen Bauelements nach der Prozessierung der 
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Schichten eines Dunnschicht-Resonators RE. Nach der 
Planarisierung der Oberflache der obersten Spiegelschicht LZ1 
werden nacheinander eine untere Elektrode El, eine 
piezoelektrische Schicht PS und eine obere Elektrode E2 
abgeschieden . 

Erf indungsgemaS kann vorgesehen sein, daS nicht nur' die 
oberste Spiegelschicht LZ1, sondern auch tiefer angeordnete 
Spiegelschichten LZ eine veranderliche Dicke aufweisen und 
eine planare Oberflache zur Prozessierung weiterer daruber 
auf zubringender Schichten bereitstellen . 

Die Erfindung wurde der Ubersichtlichkeit halber nur anhand 
weniger Ausf uhrungsf ormen dargestellt, ist aber nicht auf 
diese beschrankt . Weitere Variationsmoglichkeiten ergeben 
sich insbesondere im Hinblick auf die mogliche Kombination , 
der oben vorgestell ten Anordnungen. Die Erfindung ist nicht 
auf einen bestimmten Frequenzbereich oder einen bestimmten 
Anwendungsbereich beschrankt. 
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Patentanspriiche 

1. Mit akustischen Volumenwellen arbeitendes Bauelement , 
enthaltend 
5 - ein Tragersubstrat (TS) , 

eine untere Elektrode (El) , die zum Tragersubstrat (TS) 
gewandt ist, eine obere Elektrode (E2) und eine 
dazwischen angeordnete piezoelektrische Schicht (PS) , 
einen zwischen dem Tragersubstrat (TS) und der unteren 
10 Elektrode (El) angeordneten akustischen Spiegel, der 

eine alternierende Abfolge von Spiegelschichten (HZ2 , 
LZ, HZ1, LZ1) mit einer relativ hohen (HZ2, HZ1) und 
einer relativ niedrigen (LZ, LZ1) akustischen Impedanz 
umfaiSt, wobei die oberste Spiegelschicht (LZ1) eine 
15 niedrige akustische Impedanz aufweist, 

wobei die unter der obersten Spiegelschicht (LZ1) 
angeordnete Spiegelschicht (HZ1) mit der hohen 
akustischen Impedanz als strukturierte Schicht 
ausgebildet ist, 

20 - wobei die oberste Spiegelschicht (LZ1) eine variierende 

Dicke aufweist, 

wobei die oberste Spiegelschicht (LZ1) Strukturen der 
strukturierten Schicht (HZ1) umschlieSt und auSerhalb 
der von Strukturen bedeckten Flache mit der darunter 
^ 25 angeordneten Spiegelschicht (LZ) mit einer niedrigen 

akustischen Impedanz oder mit dem Tragersubstrat (TS) 
dicht abschlieSt, 

wobei die obere Grenzflache der obersten Spiegelschicht 
(LZ1) zur unteren Elektrode planar ist. 



Vs. 



30 



Bauelement nach Anspruch 1, 

bei dem mehrere Spiegelschichten (HZ2 , HZ1) mit hoher 
akustischer Impedanz strukturiert sind. 



35 3. Bauelement nach Anspruch 1 oder 2, 

bei dem die Spiegelschichten (HZ2, HZ1) mit hoher 
akustischer Impedanz aus W oder Mo ausgefuhrt sind und 
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bei dem Spiegelschichten (LZ, LZ1) mit niedriger 
akustischer Impedanz aus Siliziumoxid ausgefiihrt sind. 

4. Bauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
5 bei dem die piezoelektrische Schicht (PS) einen 

Mehrschichtauf bau auf weist . 

5. Bauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 
bei dem auf der oberen Elektrode (E2) zumindest eine 

10 weitere piezoelektrische Schicht und auf dieser zumindest 

eine weitere Elektrode angeordnet ist.. 

6. Bauelement nach Anspruch 5, 

bei dem zwischen der oberen Elektrode (E2) und der 
15 zumindest einen weiteren piezoelektrischen Schicht eine 

akustisch zumindest teilweise durchlassige Koppelschicht 
vorgesehen ist, wobei zwischen der Koppelschicht und der 
zumindest einen weiteren piezoelektrischen Schicht eine 
Elektrode angeordnet ist. 

20 

7. Bauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 6, 

bei dem das Tragersubstrat (TS) mehrere dielektrische 
Schichten auf weist, wobei zwischen aufeinander folgenden 
dielektrischen Schichten jeweils eine 
HBf 25 Metallisierungsebene vorgesehen ist. 

8. Bauelement nach einem der Anspriiche 1 bis 7, 

bei dem zumindest eine der genannten Elektroden (El, E2) 
aus mehreren Schichten besteht . 

3 0 

9. Verfahren zur Herstellung eines mit akustischen 
Volumenwellen arbeitenden Bauelements, mit folgenden 
Schritten: 

Bereitstellung eines Tragersubstrat s , 
35 - Abscheiden einer al ternierenden Abfolge von 

Spiegelschichten mit niedriger (LZ, LZ1) und hoher 
(HZ2, HZ1) akustischer Impedanz auf dem Tragersubstrat, 
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so daS die zuletzt abgeschiedene Spiegelschicht eine 
hohe Impedanz aufweist, 

Strukturierung der zuletzt abgeschiedenen 
Spiegelschicht zu einer strukturierten Schicht (HZ1) , 
5 - Abscheiden einer obersten Spiegelschicht (LZ1) mit 

niedriger akustischer Impedanz auf die strukturierte 
Schicht (HZ1) , 
- Dunnen und Planarisieren der obersten Spiegelschicht 
(LZ1) , 

10 - Abscheiden einer unteren Elektrode (El) , einer 

piezoelektrischen Schicht (PS) und einer oberen 
Elektrode (E2) . 

lO.Verfahren nach Anspruch 9, 

15 bei dem alle Spiegelschichten (HZ2, HZ1) mit hoher 

akustischer Impedanz strukturiert ausgebildet werden, 
bei dem alle Spiegelschichten (LZ, LZ1) mit niedriger 
akustischer Impedanz mit variierender Dicke ausgebildet 
werden, wobei die Spiegelschichten (LZ, LZ1) mit 

20 niedriger akustischer Impedanz jeweils gedunnt und 

planarisiert werden, bevor eine nachfolgende Schicht 
darauf abgeschieden wird. 



25 



ll.Verfahren nach Anspruch 9 oder 10, 

bei dem das Diinnen der obersten Spiegelschicht (LZ1) 
mittels Chemical Mechanical Polishing erf olgt . 
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Zusammenf as sung 

Mit akustischen Volumenwellen arbeitendes Bauelement und 
Verfahren zur Herstellung 

Die Erfindung gibt ein mit akustischen Volumenwellen 
arbeitendes Bauelement an, das ein Tragersubstrat , einen 
Dunnschicht resonator und einen dazwischen angeordneten 
akustischen Spiegel mit alternierend angeordneten 
Spiegelschichten mit hoher und niedriger akustischer Impedanz 
umfafet, wobei die unter der obersten Spiegelschicht 
angeordnete Spiegelschicht mit hoher akustischer Impedanz 
eine strukturierte Schicht bildet. Die oberste Spiegelschicht 
hat eine niedrige akustische Impedanz und weist eine 
veranderliche Dicke auf . Dabei umschliefit sie die Strukturen 
der strukturierten Schicht und schlieSt auSerhalb der von 
diesen Strukturen bedeckten Flache mit einer darunter 
liegenden Schicht mit niedriger akustischer Impedanz ab . 



Figur 3c 
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